4.3.2. Proses Tasarim ve Kontrol iliskileri:

Cesitli sistem degisimlerinin etkilerini dngérmek acisindan 5.56 ve 5.57 esitlikleri
oldukga faydalidir. Ancak birgok sabit icerdiginden tasarim agisindan kullanimi giigtiir. Bunun
yanisira farkli diger proses tasarim esitlikleri de gelistirilmistir. Bunlar, 6zgiil substrat kullanim

hizi, ortalama ¢amur yasi, ve F/M oranidir.

Esitlik 5.54°deki (-rsu/X), U substrat kullanim hiz1 olarak bilinmektedir. 5.55’deki rsu denklemi

kullanilarak 6zgiil substrat kullanim hiz1 asagidaki gibi hesaplanir:
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5.60 esitliginden de goriildiigi gibi, 1/é,, net 6zgiil biiylime hiz1 ile U, 6zgiil substrat
kullanim hiz1 birbiriyle dogrudan iliskilidir. U’yu belirlemek igin substrat kullanimi ve
mikroorganizma kiitlesini bilmek gerekir. U’nun kontrol parametresi olarak degerlendirilmesi
giictlir. € ‘nin kullanimi1 uygundur.

6c’nin biyolojik aritmada kontrol parametresi olarak kullanim amaci, mikroorganizma
biliylime hizin1 ve atik stabilizasyon aritma derecesini kontrol etmek ve sistemden atilacak
giinliik mikroorganizma kiitlesini belirlemektir. Ornegin € nin 10 giin bulunmas1 durumunda,
sistemden giinliik atilmasi gereken camur miktari, sistemdeki toplam mikroorganizmanin
%10’u kadar olacaktir.

Tam karigmali reaktdrde, fazla camur atimi reaktérden veya geri doniis hattindan
yapilabilir. Camur uzaklastirma dogrudan reaktdrden yapilirsa ve ¢ikis hattindaki kati madde
derisimi, Xe ihmal edilebilecek kadar az ise 5.50°deki esitlik asagidaki gibi yazilabilir:
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Tam karigmali reaktorde, fazla camur atim1 geri doniis hattindan yapilirsa ve Xe ihmal
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F/M, pratikte en ¢ok kullanilan tasarim ve kontrol parametresidir. Eger besi-mikroorganizma

orani (F/M) belli ise, U kontrol parametresi olarak kullanilabilir.
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U ve F/M proses verimliligi ile de ilgilidir.
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E proses verimi asagidaki gibi yazilabilir.
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E = proses verimi, %
So= giris substrat derigimi,

S = ¢ikis substrat derisimi

Sekil 5.7 de, tam karigmali ve piston akish reaktdrlerin aritim verimi ve ¢ikis atik

derisimlerinin ortalama hiicre kalma siiresiyle degisimi goriilmektedir.
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Sekil 5.7. Tam karigmal1 ve piston akisli reaktorlerin aritim verimi ve ¢ikis atik derigimlerinin

ortalama hiicre kalma siiresi ya da ¢amur yasiyla degisimi

Sekilden de goriildiigii gibi, piston akisl reaktdrde ayni giderim etkinligine daha kisa

siirede ulasmak miimkiindiir.

Tablo 5.10. Aktif ¢gamur prosesi igin tipik kinetik katsayilar

Katsayilar Birim Degerler
aralik tipik
K giin 2-10 5
Ks mg/l BOIs 25-100 60
mg/l KOI 15-70 40
mg VSS(ya da UAKM) 0,4-0,8 0,6
Y /mg BOls
mg VSS(ya da UAKM) 0,25-0,4 0,4
/mg KOI
Kd giin? 0,04-0,075 0,06




